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AF 239

Germanium-PNP-Mesa-UHF-Transistor fiir Vor-, Misch- und

Oszillatorstufen bis 900 MHz.

Germanium PNP mesa UHF transistor for use in input stages,
mixer stages and oscillators up to 900 MHz.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

AnschluB =5+ ist mit dem Gehéuse verbunden
Tarminal 5 is connecled o case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustieistung

tamp = 45°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

~Uceo
-Uces
~Ueso
_|G
_|EI

Ptot
k|
lstg

MNormgehause
DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 059

15 v
20 v
03 v
10 A,
1 mA
60 mw
a0 *C
—30..+90 °c
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Min. Typ. Max.

Warmewiderstdnde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung Ripa 750 °"C/wW
Sperrschicht-Gehiuse Rihac 400 "C/W

Statische KenngrdBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typpn = 25°C
Kollektorreststrom

—Urg = 15V _IGED 500 pA

-Ucg = 20V “lces 06 8 A
Emitterreststrom

~Ugg = 03V “leBo 100 pA
Basisstrom

~Ugg = 10V, -l = 2mA -Ig 60 200 pA

_UCE = 8V, —lc = 5mA _IB 167 pA
Basis-Emitterspannung

~Ugg = 10V, -Ig = 2mA -Ugg as0 mv

“Uep = 5V, -lp = SmA -Ugg 400 my
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

“Upg = 10V, =l = 2 mA heE 10 33

-Ugg = 5V, =lg = 5mA hrg 30
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Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Transitfrequenz

r

F1)
F2)

~Ugp = 10V, -l = 2mA, f = 100 MHz
Rickwirkungskapazitat
~Ucg = 10V, -lg = 2mA, f = 045 MHz  Cyre
RauschmaB
-Upg = 10V, -l = 2mA,Rg = 600
f = BOOMHz
f = 900 MHz
Leistungsverstirkung

-Upg = 10V, =l = 2mA,
o= 5000, f= BOOMHz
f = BOOMHz
h = 5000, f = 900MHz
n = 2k0Q, f = 900 MHz

-

T25TETIK

1) sighe MeBschallung  2) in Basisschallung

Min. Typ.

650

0.23

5

6

8 115

115 145

105

125
C=0.. . 2pF
L= SWdg
Ly=8wdg
HG-RL-HH

Inhugph.lﬂinﬂl_

a0, dall Ipl 2k

MeBschaltung fiir: F, Vob

sen lest circuit in common base conliguralion
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Min. Typ. Max.
Vierpol-KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Basisschaltung
=Upg = 10V, =g = 2mA, T = 200 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz 9ib 45 mS
=bib 29 mS
KurzschluB-Rickwartssteilheit ¥rh a0 ps
—Pry g
KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥ig | 52 m3
P 135°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz dab 50 pS
Eeb 1.3 DF
Basisschaltung
_UCF = 10V, -I'C = 2mA, f = 800 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oib 2 mS
—big 17,5 mS
KurzschluB-Rickwirtssteilheit | Yrb 380 B3
- 100°
KurzschluB-Vorwartssteilheit Yk 20 mS
Pry a7°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz ab 0.8 ms
Coh 1,35 pF
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